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Neste trabalho, micro e nanodispositivos foram estudados de modo que se tornaram
conhecidas suas caracteristicas de tenséo e corrente. Por meio de medi¢des no Laboratdrio de
Medidas do CCS, transistores MOSFET foram submetidos a testes, estes envolvendo
propriedades de grande interesse nos dispositivos eletrdnicos. O efeito de amplificagdo, por
exemplo, foi observado determinando-se experimentalmente diversos parametros do MOSFET,
como sua transcondutancia. Além disso, construindo gréficos, pdde-se encontrar sua tenséo de
limiar Vt, bem como conhecer seu comportamento como “chave”, isto €, o desempenho do
transistor operando como porta-légica. Um outro foco de trabalho foi a andlise de ruidos nos
dispositivos em destaque. Distor¢des estdo sempre presentes nos sistemas fisicos estudados e
determinar o impacto destas distorcdes € essencial para -caracterizacdo dos seus
componentes. Sendo assim, pode-se explorar os ruidos de corrente e tensdo utilizando-se
resistores de valor conhecido: aliando-se os dados obtidos no laboratério com equacgdes, os
ruidos foram determinados com um alto grau de precisao utilizando um software computacional
de manipulacéo de dados. Desta forma, conhecendo-se a resisténcia equivalente do transistor,

podemos futuramente determinar os niveis de ruido existentes no componente.
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